
1

ELECTRÓNICA BÁSICAELECTRÓNICA BÁSICA

Fuentes de Corriente y

Tensiones de Referencia
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Problemas

Problema 1(a)

• M1 Sat:
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Problema 1(a)

• M2 Sat:
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Problema 1(a)

• M3 Sat:
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Problema 1(a)

• M2 Sat:

ResPrB.II-5
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Problema 1(a)

• M3 Sat:

ResPrB.II-6
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Problema 1(b)

• M1 Sat:

ResPrB.II-7

1 1
1 1 '

1

2
20 A 1.14 VDP

DP SG TOP
p

L I
I V V

W K
    

Problema 1(b)

• M2 Sat:

ResPrB.II-8
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Problema 1(b)

• M3 Sat:

ResPrB.II-9
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Problema 1(b)

• M2 Sat:
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Problema 1(b)

• M3 Sat:

ResPrB.II-11
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Problema 2(a)

• MOSFET saturados.

ResPrB.II-12
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Problema 2(a)

• M1:
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• M2, M4, M6:
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Problema 2(a)

• M3, M5, M7 :
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Problema 2(b)

• Corrientes de salida:

1 4 2 521.94 A , 10.97 AO D O DPI I I I    

• Resistencias de salida :
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Problema 2(c)

• Rango de tensiones de salida:

ResPrB.II-16
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Problema 3(f.3.a)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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ResPrB.II-17
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Problema 3(f.3.a)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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Problema 3(f.3.b)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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Problema 3(f.3.c)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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Problema 3(f.4.a)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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Problema 3(f.4.a)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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Problema 3(f.4.a)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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Problema 3(f.4.a)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.

4
―

VDD = + 5 V

 M SAT V V 

M3

M6M7

4

4
―
4

32
―
4 M4

32
―
4

IO

VO

 6 6 6

6 1 3

4 6 6

2.74

1.64

D G

G GS GS

G G GS

M SAT V V

V V V V

V V V V

 

  

  

ResPrB.II-24

M1 M5

32
―
4

32
―
4

 Dimensiones de puerta en μm

M2

32
―
4

4 6 6

5 51.64

G G GS

DSV V M SAT  



13

Problema 3(f.4.b)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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Problema 3(f.4.c)

• MOSFET saturados y libres del efecto substrato.
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